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§１．研究開発実施体制  
（１）「シリコン系横型パワーMOSFET の試作・評価」グループ（東京大学） 
① 研究開発代表者：平本 俊郎 （東京大学生産技術研究所，教授） 
② 研究項目 

・ダイオードの設計・試作・評価 
・パワーMOSFET の設計・試作・評価 

 
§２．研究開発成果の概要 

2050 年の未来社会で活躍する新モビリティ（超小型 EV 等）や新ロボット等では，脱炭素のため

の高効率化パワー半導体デバイスが大量に用いられると予想される．量産性・高信頼性・低コスト

の面から，未来社会で求められるパワー半導体材料としては，ワイドバンドギャップ半導体材料より

シリコンが圧倒的に有利であると考えられる．本研究開発の目的は，未来社会の超小型 EV や小

型ロボット等のモーターの駆動に適した小型・低コストのワンチップ相補型インバータの実現に向け

て，新規の高効率なシリコン系横型パワー半導体デバイスの研究開発を行うことである． 
新規の高効率パワーデバイスとして，本研究開発では新規構造を有する横型パワースーパージ

ャンクション MOSFET を提案している．本デバイスの懸念点は，この新規構造が超小型 EV 等に

要求される高い耐圧に耐えられるかどうかであった．そこで，令和 5 年度は，本構造を有するダイ

オードのテストデバイスを TCAD シミュレーションを用いて設計し，高い耐圧が十分に得られること

を示した．さらに，本デバイスを本研究室のクリーンルームにて試作をおこなった．リファレンスとし

て，同じレイアウトで新規構造を有しないダイオードの試作も同時に行った．試作ダイオードの耐圧

の実測評価を室温で行った結果，新規構造を有するダイオードでは，新規構造を有しない Si ダイ

オードと同等の耐圧が得られ，その耐圧はステージゲート目標の 600V を超えることがわかった．

以上から，本構造を有するパワーデバイスで耐圧劣化は問題がないことを明らかにした．今後は，

本構造を有する横型スーパージャンクションパワーMOSFET の設計・試作を行い，本提案デバイ

スの有用性を実証する予定である． 
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